LONDON,UNITED , N
KINGDOM HSR London International Conference on Multidisciplinary

Academic Research (HSR-ICMAR 2026)
VIRTUAL CONFERENCE

Vol.3 No. 02 (2026) November Online Conference
Email: KENG TAQIQLANGAN ZONALI YARIMO‘TKAZGICH
conference@houghtonstree MATERIALLARNING ELEKTRON TEXNIKADAGI ISTIQBOLLARI: SIC
treview.com VA GAN NING ZAMONAVIY QIYOSIY TAHLILI

Website:
Uzakov Orif Hamroyevich

Buxoro davlat universiteti “Muhandislik texnologiyalari va qayta tiklanuvchi
energiya manbalari” kafedrasi dotsenti
https://doi.org/10.5281/zenodo.24278472

www.houghtonstreetreview
.com/index.php/conference

© 2026 International
Online Conference on Annotatsiya

Multidisciplinary Academic Tezisda elektron texnikaning yuqori quvvatli va yuqori chastotali qurilmalarida
Research. All Rights . 1 ra .o . S .. RS
Reserved. kremniy karbidi (SiC) va galliy nitridi (GaN) materiallarining o‘rni zamonaviy ilmiy

manbalar asosida tahlil qilinadi. 2025-2026-yillardagi sharhlar SiC yuqori kuchlanishli
va yuqori haroratli tizimlar uchun, GaN esa yuqori chastota va yuqori quvvat zichligi
talab etiladigan qurilmalar uchun ustunlikka ega ekanini ko‘rsatadi [1,2]. SiC kristall
Dr. Ewelum Johnson Nnadi ~ o°‘sishi, nugsonlarni boshqarish va metall kontaktlar sifati qurilmaning ishonchliligiga
bevosita ta’sir qiladi [3,4]. Tezisda material xossalari, quvvat elektronikasidagi
qo‘llanishlar va asosiy texnologik cheklovlar tizimlashtirilgan.

Editor-in-Chief:

Managing Editors:

1.Harold Jan R. Terano

o Kalit so‘zlar: SiC, GaN, keng taqiqlangan zona, yarimo‘tkazgich, MOSFET,
2.Dr. Mandakini Singla HEMT, quvvat elektronikasi, elektron materiallar.

3.Massoud Kaykhaii

KIRISH

travelnel” Elektron texnikaning energiya samaradorligi, ishchi kuchlanish va kommutatsiya
" g chastotasiga qo‘yilayotgan talablar kremniyning fizik imkoniyatlarini to‘ldiruvchi
" yangi materiallarni talab qilmoqda. Keng tagiqlangan zonali SiC va GaN yuqori kritik
. elektr maydoni, yuqori issiqlik barqarorligi va tez kommutatsiya imkoniyati bilan
L = ajralib turadi. 2026-yilda Galioto va hammualliflar 94 ta peer-reviewed ishni PRISMA
p asosida tahlil gilib, WBG asboblarning avtomobil, sanoat, qayta tiklanuvchi energiya

: P va iste’mol elektronikasida tizim darajasidagi afzalliklarini ko‘rsatgan [1].
. 2025-yilgi yana bir sharh SiCni yuqori quvvat va yuqori kuchlanishli qurilmalar
R Zs ' uchun, GaNni esa yuqori chastotali va nisbatan pastroq kuchlanishli konvertorlar uchun
© magqsadga muvofiq deb baholaydi [2]. Bu materiallarni faqat tagiglangan zona kengligi
bilan emas, balki kontaktlar, kristall nugsonlari, termik boshqaruv va qadoqlash bilan

birgalikda baholash zarur.
1. SiC VA GaN MATERIALLARINING ASOSIY FIZIK USTUNLIKLARI
SiC va GaNning keng taqiglangan zonasi va yuqori kritik maydoni yuqori
B kuchlanishga mo‘ljallangan drift qatlamini yupqaroq qilish imkonini beradi. Natijada
qurilmaning solishtirma ochiq holat qarshiligi kamayishi va kommutatsiya
xususiyatlari yaxshilanishi mumkin [1,2]. SiCning yugqori issiqlik o‘tkazuvchanligi esa
gori quvvat zichligida issiglikni chigarishga yordam beradi.
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' SiC uchun turli metall sistemalarda Omik kontakt hosil qilish 2025-yilgi Journal of
.. Alloys and Compounds sharhida batafsil ko‘rib chigilgan [4]. Mualliflar metall tanlovi,
' = yuqori doping va issiglik ishlovi specific contact resistance qiymatiga sezilarli ta’sir
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Jadval [1,2] manbalardagi zamonaviy qiyosiy xulosalar asosida tuzildi.

2. O‘TKAZUVCHANLIK VA KOMMUTATSIYA YO‘QOTISHLARI

Quvvat kalitining o‘tkazuvchanlikdagi yo‘qotishi soddalashtirilgan holda tok va
ochiq holat qarshiligiga bog‘liq:

Pcond = Irms? Ron

(1)

Kommutatsiya yo‘qotishi esa o‘tish jarayonidagi kuchlanish va tokning bir-birini
qoplashiga bog‘lig. GaN asboblarida kichik gate va output zaryadlari yuqori chastotada
afzallik beradi, SiC MOSFETIar esa yuqori kuchlanishli tizimlarda yuqori samaradorlik

bilan ishlaydi [1,2].

3. SiC KRISTALL SIFATI VA NUQSONLARNI BOSHQARISH
SiC qurilmaning real xususiyatlari ideal material parametrlaridan tashqari kristall
o‘sishi va nugsonlar bilan belgilanadi. 2025-yilgi sharh SiC o‘sish mexanizmlari,

kristall struktura, ishlab chiqarish usullari va nugsonlarni kamaytirishda mashinaviy

o‘rganish yondashuvlarini tahlil qilgan [3]. Dislokatsiyalar va boshqa kristall nugsonlar

4. METALL-SiC KONTAKTLARI
Elektron elementning umumiy qarshiligida kontakt qarshiligi ham muhim. p-tur

qilishini qayd etadi.

breakdown, leakage va uzoq muddatli ishonchlilikka ta’sir qilishi mumkin.

Kontaktning solishtirma qarshiligi qurilmaning o'tkazuvchanlik yo‘qotishi va

5. AMALIY TANLASH MEZONLARI

2 qizishiga bevosita ta’sir qiladi. Shuning uchun SiC texnologiyasida kristall sifati va
& kontakt texnologiyasini alohida emas, yagona elektr-termik tizim sifatida ko‘rish
* magqsadga muvofiq.
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material
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va yuqori harorat mustahkamlik ustun
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Narx va yetuk ishlab Si Keng nomenklatura
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tanlanadi
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SiC va GaN elektron texnikada kremniyni to‘liq almashtiruvchi yagona material
emas, balki aniq ish rejimlari uchun yuqori samarali alternativalardir. SiC yuqori
kuchlanish va harorat, GaN esa yuqori chastota va quvvat zichligida kuchli afzallikka
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ega[1,2].
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